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Esta Asignatura responde al espirity integrador v flexible del Disefto Curricular de Ia
FRVM-UTN, iy O LIS ~

Considera que la adecuada Bibliografia fija ef nivel del Contenido; y se apoya ademas,

en distintos Modelos Didécticos, Estrategias y Metodologias de Clases: Actividades Auficas,

Simulaciones, y Actividades de Laboratorio, para realimentar los conocimientos sugeridos. .. .

Desanaﬁatodalaemhﬁéndebsbismsiﬁwsﬂairénm,pﬁoﬁzandasuoﬁwnysus

tendencias. : :

* Relacién de la asignatura con el perfil de egreso.

Perfil del Egresado: Es un profesional capacitado para desarroliar sistemas de ingenieria
electrénica y paraleiamente aplicar fa tecnoiogia existente, comprometido con ef medio, o
que je permite ser promotor def cambio, con capacidad de innovacion, af servicio de un
conocimiento productive, generando empieos y posibilitando ef desarrofio social. '

Es un profesional formado y capacitado para afrontar con solvencia e}
planeamiento, disefio, desarrollo, integracion, direccién y control de productos, servicios,
procesos, equipos, dispositivos y sistemas electrénicos.

Por su preparacion resufta especiaimente apto para integrar Ia
informacién proveniente de distintos campos discipiinarios concurrentes a 1 proyecto comiin

Esta capacitado para abordar proyectos de investigacion y desarrolio,
integrando a tal efecto equipos interdisciplinarios, en cooperacion, a asumiendo el liderazgo
efectivo en Ia coordinacitn técnica y metodolbgica de jos mismos.

; Est3 preparado para generar nuevas tecnoiogias y/o producir
innovacién sobre tecnologias existentes, para resolver problemas inéditos en la industria, la
sociedad y/o soluciones a problemas de ingenieria tomando en consideracion aspectos
cientificos, técnicos, sociales y éticos, asi como de responsabilidad profesional,

Su formacion integral le permite administrar recursos humanos, fisicos
y de aplicacion, que intervienen en el desarroffo de proyectos, gue fo habilitan para ei
desempeiio de funciones gerenciaftes.

La formacion recibida le permite desarrollar estrategias de
autoaprendizaje, mediante las cuales orlentard acdiones de actualizadién continua de
conocimientos y tecnologias, herramientas y metodologias electrbnicas emergentes.

La preparacion integral en materias técnicas, humanisticas, seguridad,
higiene y medio ambiente lo ubican en su quehacer profesional.

ingeniero un compromiso y responsabilidad en su quehacer profesional.

Relacién de la Asignatura: Comprender los principios fisicos, caracteristicas de

funcionamiento, especificaciones técnicas, y aplicaciones précticas de los Semiconductores.
Comprender ef desempefic de fos Dispositivos

Electronicos y su funcion de transferencia dentro de Jos Circuitos y/o de fos Sistemas.
Simular a nivel de Dispositivos individuales y a nivel de

Circuitos; analizar y aplicar métodos de Mediciones; repflicar y modefizar sus Curvas

Caracteristicas; reempiazar Componentes, disefiar y reparar Circuitos de baja compiejidad.




UTN 8 A

VILLA MARIA CARRERA ACADEMICA

o Relacion de la asignatura con los alcances del titulo.

Alcance del Tituio:

8) Proyectar, planificar, disefar, ef estudic de faamma d?'recaén constmccién
instajacién, programacion, operacion, - ensayo, medicidn, mantenimiento, reparacion,
reforma, transformacion, puesta en funcionamiento e inspeccion de:

1. Sistemas, subsistemas, equipos, componentes, partes y piezas de generacién,
transmision, recepcién, distribucion, conversion, control, medicion, automatizacion, registro,
reproduccién procesamiento y/o utilizacidn de sefiales de cualguier contenido, aplicacién y/o
naturaleza, ya sea eléctrica, electromagnética, dplica, acdstica, o de otro tipo, en todas las
frecuencias y potencias.

2. Sistemas, subsistemas, equipos, componentes, parbes de sistemas Irradianm a de atros
medios de enlace para comunicaciones, incluidos los satélites y/o de aplicacion espacial en
todas Jas frecuencias y potencias.

3. Sistemas, subsistemas, equipos, componentes, partes y piezas (Hardware), de
procesamiento electrénico de datos en todas sus aplicaciones incluyendo programacion
{(Software} asociada.

4. Sistemas, subsistemas, equipos, componentes, partes, y piezas que impliquen
electrénica, de navegaaén o sefializacién o cualquier otra aplicacion al movimiento de
vehiculos terrestres, aéreos, maritimos o de cualquier otro tipo.

5. Sistemas, subsistemas, equipos, componentes, partes y piezas de conirolo
automatizacién electrbnica para cualquier aphcaatin y potencia.

6. Instalaciones que utilicen epergia comeo accesorio de lo detallado en los incisos
anteriores.

7. Laboratorios de todo tipo relacionados con 1os indisas anteniores, exceplo obras dviles,
B} Estudios, tareas, asescramientas relacionados con:

1. Asuntos de Ingenieria Legai, Economica, Financiera relacionados con los incisos a).

2. Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con los incisos anteriores.

3. Higiene, seguridad industrial y contaminacién ambiental relacionados con los incisos a):

Relacién de la Asignatura. 1. Proyectar, Diseflar ¥ Calcular Sistemas, ' Equipos 'y
Dispositivos de Generacion, Transmision y/o Pmcesam:ento de Campos y Senales
Anaidgicas y Digitaies.
‘ 2. Plantear, Interprear, Modefar, Raso!ver, Analizar y
Sintetizar Circuitos Electronicos y Sistemas Electiénicos de baja complejidad.
A 3. Idem para Circuitos Integrados.
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Re'hciéndelaaiqnahnnconhsoompetmcindeegmodehmn

Competencias especificas de Competencias genéricas _ Competencias genéricas

_ la carrera (CE)  tecnolégicas (CT) sociales, politicasy '

. st actitudinales (CS)

CE1: 3 (NIVEL ALTO) CT1: 3 (NIVEL ALTO) CS1: 1 (NIVEL BAJO)
1. Planteo, Interpretacion, 1. Identificar, formular y 6. Desempefiarse de manera
Implementaczon, Resolucion, | resolver Problemas de efectiva en Equipos de
Andlisis y Sintesis de Ingenieria. Trabajo.
Circuitos y Sistemas 2. Concebir, disefiar y 7. Camunicarse con
Electrénicos Bésicos. desarrollar Proyectos de efectividad.

ingenieria Basicos.

3. Gestionar, planificar,
ejecutar y controlar
Proyectos de Ingenijeria

‘Basicos.

4. Utilizar de manera
efectiva las Técnicas y
Herramientas de Aplicacion
én la Ingenieria.

5. Contribuir a la generacién

de Desarrofios Temalag:cos ;

y/o
Innovaciones  Tecnolbgicas
Basicas.

9. Aprender en forma
continua y auténoma.

CE2: 1 (NIVEL BAJO)

2. Comprender y Relacionar
la Integracién de los
Componentes de Estado
Sélido y/o Semiconductores
Constitutivos Elementales en
Circuitos Integrados basicos.
3. Interpretar sus
Especificaciones Técnicas,
Proponer e Investigar sus
posibles Aplicaciones.

CT2: 1 (NIVEL BAJO)

1. Identificar, formular y
resolver Problemas de
Ingenieria Basicos.

4. Utilizar de manera
efectiva las Técnicas y
Herramientas de Aplicaaon
en la Ingenieria.

CS2: 1 (NIVEL BAJO)
6. Desempefiarse de manera.

efectiva en Equipos s
Trabajo. ;

7. Comunicarse con
factividad,

S. Aprender en forma

continua y autdnoma.




Pretende robustecer la ensefianza de Jos C’amponentes C’onsatubvas de Iz
Electrénica toda, que serdn validos con independencia de las soluciones tecnoldgicas
particulares, y permitiran af futuro graduado adaptarse a fos cambios que se gesten durante
su vida profesional, con un adecuado analisis de casos practicos que fe permitan acortar fa
distancia que media entre el cdiculo tedrico y su concrecidn real.

Estamﬁxmadénadqwndapermiﬁranaﬁ#aknmﬁeewﬂwmarhaaalasmademas
tecnologias del campo de la Microelectrénica, de fa Optoelectronica, y de fa Integracion de
varios millones de componentes en un Circuito Integrado (chip): memorias
semiconductoras, laseres de pozo cudntico, transistores de alta movilidad, transistores de
hetero-estructuras, transistores de efecto tanel, bansasmmsdepote:m dfodos!aseres,
transductores en general, efc...

Capacitar al Alumno en la comprension y conocimiento de los Principios Fisicos y
Caracteristicas de Funcionamiento de los Dispositivos Semiconductores y sus Aplicaciones:
« Analizar fos principios de funcionamiento de fos componentes efectronicos, como asr
también la operacién y construccion los circuitos basicos.
« Analizar el comportamiento de jos componenies e!ectrémcas ante d:versas ‘
excitaciones. "

s Incorporar en todos estos aspectos el soporte de herramientas informaticas

® RA1: Interpretar la Teoria de la Fisica Electronica de los Semiconductores de Estado
Sélido, para analizar los Fendmenos de Conductividad, considerando sus sustentos
Termodinamicos-Fotdnicos-Cudnticos, y empleando técnicas y.  herramientas de
Aplicacién en la Ingenieria.

¢ RAZ (a-f): Comprender cada uno de los Dispositivos FElectrénicos constitutivos
elementales, bésicos y/o primarios, establecidos en el Programa de la Cétedra:
ajDiodos- bjTransistores BiT- c)Transistores FET- djTiristores- ejFoténicos- HC.1.;
con fla finalidad de Analizar sus Funcionamientos, Interpretar sus Datos
Caracteristicas, Conocer sus Ffunciones de Transferendas y/o poder Modelizarios.

& RA3 {(a-e): Aplicar el Osciloscopio en cada uno de Jos Dispositivos Elecirdnicos:
a)Diodos - b)Transistores BIT - c)Transistores FET - d)Tiristores - e)C.L;
con fa finalidad de Verificar sus funconamientos, Corroborar sus Datos
Caracteristicos, Medir sus Funciones de Transferencias y/o poder Simularios.

e RA4: Elaborar un Circuito B3sico de Aplicacién Practica, a manera de Trabajo Final
{Integrador y Grupaf) comunicando fos resuftados en un Lenguaje Técnico mediante
ecuaciones, graficos y/o diagramas.

——
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UNIDAD 1: FISICA DE LOS SEMICONDUCTORES: v

8andas de Energia en los Sélidos: Intensidad de Campo. Potencial, Energia.
Naturaleza del Atomo. Niveles de Energia. Aislantes, Conduttores y Semiconductores.
Ligaduras de Valencia. Estructura Cristalina. Ligaduras Covalentes del Silicia y del Germanio.

Impurezas Donoras y Aceptoras: Materiales Tipa Py Tipo n. Corrientes de
Conduccién y Difusién. Portadores Mayoritarios y Minoritarios. g ——

Ley de Accidn de las Masas: Variacion del Potencial en un Semiconductor.

- Neutralidad Eléctrica: Ciculo de la Concentracién de Portadores.

Generacion y Recombinacion de Portadores: ' ' ,

Inyeccibn de Poriadores Minoritarios a Bajo Nivel: Tiempo de Vida y Longitud.
de Difusion.

Niveles de Fermi para Semiconductores: {Intrinsecos; Extrinsecos: n - 2}

UNIDAD 2: DIOCDOS DE JUNTURA:

Juntura pn: Abrupta; Gradual. La Juntura pn en equilibrio, -
Diagrama de: Distribucién de Impurezas, Densidad  de ‘Carga, Intensidad de Campo
Eféctrico, Potendial y Bandas de Energfa. ' .

Diodo Rectificador: Componentes de Corrientes.  Portadores Mayaritarios v
Minoritarios con Polarizacién Directa e Inversa. Caracteristicas de Tensién-Corriente.

Dependencia con la temperatura. Capacidad de Transicién y de Difusién. Tiempo de
Conmutacion del Diodo de Unidn. : ”

Generalidades: Ef Diodo ideal. Condiciones de Polarizacién. Comparacion. de Diodos
de Siiicio y de Germanio. Niveles de Resistencia. Resistencia en Corriente Continua y en
Corriente Alterna. Circuitos Equivalentes en un Diodo. Hojas de Especificaciones. - - = .+

El Diodo como elemento de un circuito. Recta de Carga. Aproximaciones de Diodos.
Configuraciones de Djodos en Serie y en Parafefo. " : =

Aplicaciones Prdcticas: Diodos de Juntura: Rectificacién de Media-Onda y de Onda-
Compieta. Cambio de Niveles. Dobladores de Voitaje. Pruebas de Diodos. 'S :

Tipos de Diodos: Diodo Rectificador; Diodo Zener; Diodo LED; Diodo Varicap.

UNIDAD 3: TRANSISTOR BIPOLAR: (BIT): S o
Fisica del Transistor Bipolar: Componentes de ia Corriente del Transistor.
Transistor npn y pnp. Fabricacién de Transistores. ' ° : e b
Configuraciones: Base-Comun; Emisor-Comin; Colector-Comun. Fl Transistor
como Amplificador: de Corriente; de Tension; de Potencia. Limites de Operacion. Hoja de
Especificaciones. Prueba de Transistores.
Polarizacién del Transistor: Fija; con Resistencia en Emisor; por Divisor de
Voltaje; por Retroalimentacién de Voltaje de Colector. Estabilizacion de Ia Polarizacion.
Andlisis del Transistor con Sefial Débil: Pardmetros Hibridos. Circuitos
Equivalentes. ODeterminacidn grédfica de Jlos Pardmetros Hibridos. Variacién de fos
Parametros. -
Andlisis del transistor en Conmutacibn Dinémica: Comportamiento ' del’
Transistor: en la zona activa; saturado. : . 1T

UNIDAD 4: TRANSISTOR DE EFECTO CAMPO: (FET):

Efecto Campo de Juntura (JFET). FEi Transistor Efecto Campo como componente
de circuito., Polarizacion:. Fija; Auto-Polarizacion; por Divisor de Voltaje. Parémetros Tipicos.
Curvas Caracteristicas. Especificaciones Técnicas. Circuitos Eguivalentes. Andlisis: para
Senal Débil; en Conmutacion.
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Efecto Campo de Compuerta Aislada (MOS FET): F) Transistor Efecto Campo
como componente de circuito. Polarizacion: Fija; Auto polarizacion; por Divisor de Voltaje,
Pardmetros  Tipicos. Curvas Caracterfsticas. - Especificaciones  Técnicas. Circuitos
Equivalentes. Anélisis: para Sefial Débil; en Conmutacida. Tipos de MOSFET.

Tecnologia MOS Complementaria {CMOS): Inversores y Memorias.

UNIDAD 5: DISPOSITIVOS MULTIJUNTURAS: - , :
' Rectificador Controlado de Silicio (SCR): Configuracion tipica. El SCR como
elemento de drcuito. Curvas Caracteristicas. Disparo y Blogueo. Limites de Operacion.
Aplicaciones. BIET : ,
Triodo de Corriente Alterna (TRIAC): Configuracion - tipica.  El TRIAC como
elemento de circuito. Curvas Caracteristicas. Disparo y Blogueo. Limites de ‘Operacioén.
Aplicaciones.

Diodo de Corriente Aiterna {DIAC): Configuracion tipica. Ef DIAC como elemento
de circuito. Curvas Caracteristicas. Disparo y Bloqueo. Limites de Operacién. Aplicaciones.

Transistor Mono-Unién: (UJT): Configuracién. tipica.. El T «como elemento: dé
dircuito. Curvas Caracteristicas. Disparo y Blogueo. Limites de Operacidn. Aplicaciones.

UNIDAD 6: JUNTURA METAL-SEMICONDUCTOR:

Contacto Barrera (o Rectificante): Diagrama de Energia antes de formar el
Contacto: Funcién Trabajo y Afinidad Electronica. Formacion def Contacto. - -

Contacto Ohmico. S _ , : Joahomeal

Curvas Caracteristicas I-V de I3 union. Influencia de los Fstados Superficiales. Medida
de la Altura de la Barrera de Contacto. '

Aplicaciones: Diodo Schottky (Barrera) y Contacto Obmico para Terminales de Safida.

UNIDAD 7: OPTOELECTRONICA:

Propiedades Opticas de los Semiconductores: Interaccién de la Luz con un
Semiconductor. Interpretacion Macroscopica {Indice de Refraccidn; Coeficiente de Absorcidn.
Pardmetros Opticos). : 5t 3 3 1 ot

Modelo de Bandas de Energia: GAP Directo y GAP Indirecto. -

Luminiscencia, Electroluminiscencia, Fotoconductividad.

UNIDAD 8: DISPOSITIVOS FOTONICOS: e oty mokeiR
Dispositivos Detectores de Luz: Fotoconductores. Fotodiodos. Células Solares.
Dispositivos Emisores de Luz: Diodos Emisores de Luz (LED). Paneles Luminosos. ‘
Laseres de Diodo: Emisién Estimufada de Fotones. Cavidad Resonante.  Tipos de

Laseres: (Homounidn; Heterounidn; de Confinamiento Cudntico; de Emision Superficiat),

UNIDAD 9: SEMICONDUCTORES TERNARIOS Y CUATERNARIOS:

Semiconductores Elementales: Sificio: Germanio.

Semiconductores Compuestos: Binarios; Temnarios; Cuaternarios.
Combinaciones de Elementos de Grupos: HI-V; 3-vI; /-1 : :
Variacion de Fraccién de Flementos: Ternarios {AxBxCx); Cuaternarios [AxBxCxDx).
Pardmetros de Red (Eg o GAP: Directo; Indirecto). o

Otros Materiales: Semiconductores Amarfos; Oxidos; Ateadiones.

UNIDAD 10: CIRCUITOS INTEGRADOS: . SHeY ok
Conceptos Constructives: Integracién. Componentes de Estado Sélido Constitutivos.

Especificaciones Técnicas y Aplicaciones Bisicas.
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Se pretende que el Estudiante se capacite mediante una parbicipacidn activa, siendo el
protagonista principal del proceso, de esta manera se podré desenvoiver con criterio
acertado en el transcurso del Programa. Se proporcionan ‘al estudiante la Bibliografia,
conocimientos basicos mediante desarrollo de temas de importancia, informacion
conceptual y orientacion, para que actuando; reafice su aprendizaje operandoe con los
respectivos temas. - L s won ; )

Desarrolio de las Clases:
El desarrollo de las clases estd planificado en dos por semana, tendiendo a igualar en
tiempo la Teoria con la Practica, adecudndofto a los temas en desarroffo. e :

Clases Teédricas:

Desarrollo de conceptos bésicos y relevantes, tendiendo a que el estudiante.
reconozca los principios fundamentales de cada tema, centrando Ia atencion en
el  fenbmeno a ' demostrar, las hipétesis - de = dilculo, extensién @y
comprension de su tesis. SRS : ' P 20 i '

- Exposicién detallada del material que presente dificultades de conceptualizacin,
o bien que estudiante manifieste no estar en condiciones de analizar o resolver
por si misma. e A ) Taghih G Cr
Presentacién _y explicacién de los distintos Dis, sitivos y Circuitos de con
aplicaciones concretas de Ingenieria que el estudiante esté en condiciones de
interpretar, garantizando la asimilacién de los conceptos Teéricos.

Reservar a la iniciacion de cada Clase, un tiempo para la ponderacion de los
temas expuestos en la anterior, incitdndolos al estudiante a preguntar vy
relacionar con conceptos ya consolidados. : :

Disponer hararios de consulta de la chtedra, a los fines de despejar dudas y
establecer dialogos sobre ios temas desarroliados. - . : :

Al “finalizar “la clase, se comunican [os préximos temas a desarrofiar |
tendiendo a que el estudiante pueda Hlegar a la venidera clase con una base para
facilitar la asimilacién de los conceptos. DESTL RTE S1GA shH nomind

Clases prédcticas:
L ]

Guiar al Estudiante en fa resolucion de problemas con diversos grados de |
dificultad, en el proposito de reafirmar f0s conceptos tedricos, desarrollando
ademas, 1a habilidad en ia utilizacitn de ias técnicas de resolucion practica.

Proponer problemas de aplicacidn a la Especiaslidad, hasta un nivel de
dificuitad a la altura de Ios conocimientos del estudiante, para esto se ha
elaborado una guia de Trabajos Précticos a desarroflar durante ef afio.-

Realizacién de experiencias de Laboratorio, en las cuales el Alumno pueda
determinar de modo précticco conceptos propics de la Asignaturs. Estas
experiencias se fimitan al Equipamiento e Instrumental disponible.

Simulacion de circuitos propuestos de acuerdo al desarrolio de temas especificos
uglizando la gran diversidad de herramientas de software existentes y de licencia
libre. ‘ . s : :




UTN

FACULTADREGIONAL AR A A ‘
VILLA MARIA ’ CARRERA ACADEMICA . .

El Alumno debe participar en Clases, a los fines de despejar dudas y establecer'
didlogos sobre fos temas desanollados con ef fin de consofidados fos conceptos
- Tedbricos, pamamaﬂmmnbsemdewmmmmmodoném

e El A!umno debe referirse pennanentemenbe ala szhogtafia propuesta

e - Se recamtenda disponer y practicar con fas herramfentas de Sottware
indicadas por el JTP de la Catedra.

TG

Regularfzacidn' /a As:gnatura serd menester:

19) Tener el 80 % de Asistencia a las Clases Tedricas-Practicas.

29} Tener aprobados dos Instancias de Evaluaciones Individuales {Tedricos-Practicos).

39) Tener aprobada una Exposicién Orai Grupal (Tedrica-Practica).

40} En caso de resultar aplazado o estar ausente en un Parcial oa Exgosicion, el pmmed:o se
obtendré con fa Recuperacién del misimo {una tnica posibiiidad).

59) Aprobar y Presentar la Actividad Practica de Laboratorio: Guias de T.P,; T ﬁnal
Resofucién de Probfemas; y Simulaciones. . ..

Nota: El né cumpl:mmbo de alguno de estos Requisitos de;ara LIBRE a! Cm'sante.

As:stenc:a Se tomara la misma como Ia Regulanzada por Bede!:a~

Instanaas de Evaluaciones: Se definen eligiendo el C6dt'go 16.
-Dos (2) Instancias de Evaluaciones Individuales Escrifos.
-Una {1} Instancia de Evaiuacion Grupai Oral.
-Un {1) Recuperatorio Unico: caso de. aplazo en cuglquier Instandia de Evaluacién.

Resguardo de Exdmenes: £sta Ctedrs guardard fos exdmenes por seis (6) meses.

Régimen de Aprobad&n y Evaluacién: (Ordenam : 15 549)
a)- Aprobacion Directa: “No Rinde Evaluacion Final” (prom 8, 9; 10):
La calificacién definitiva minima se establece en
b)- Aprobacién No Directa: “Rinde Evaluacion Final~ (prom.: 6; 7)
Para todo Alumno que sin afcanzar fa Aprobacion Directa, peroc que st a!canza
la caﬁﬁ@aaadeﬁﬂzumm establecida en nmmgdzo_sgzs_(ﬁ)
c)-Calificacién: .
1 a 5 = Insuficiente
& = Aprobadp . -
7 = Bueno
8 = Muy Bueno
9 = Dijstinguido
10 = Sobresaiiente
d)- Notas:
-Las Calificaciones de cada evaluacién se expresarén en n° enteros.
-Los promedios con decimales se redondearan al valor mas proximo.
-La calificacion definitiva sera dicho promedia redondeado.
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Tabia de Conversion:
" Puntos. Notas
(4] O (cero)
01-15 t 1 {(uno)
i6-25 2 {dos)
26-35 3 (tres)
36-40 | 4 (cuatro)
41-45 | 5 {cinco)
46-55 6 {seis)
56-8C 7 (siete}
81-90 | 8 (ocho}
81-99 | 9 (nueve)
100 10 {diez)

Carpeta:

1- Debera ser de hoja tamaﬁo IRAM A4 con rewadro interno normalizado.

2- £n fa misma figuraran fa resofucion def material de socporte gue brinda fa Céeedra

3- También figurardn ios informes aprobados de los Trabajos de lLaboratorio que deberd
implementar y que figuran en las Guias que brinda Ja Cétedra; en Resumen:

Guias de T.P.; T. Final; Resolucién de Problemas; Simulaciones.

4~ Todas ias hojas deberdn ser fofiadas en orden correlativo creciente indicando ef apeffido
de!a!wnno,tamatedaye!nmnbrede!pmfesoren cada hoja. - o

5- & primer folic lo constituye una cardtula, donde deberan figurar Universidad, Facultad,
Departamento, asignatura, codigo correspondiente, apelfidos y nombres del Alumno, n® de
matricula, los apellidos y nombres de los docentes de la asignatura y el afio lectivo.

Los folios siguientes o constituirdn el presente Reglamento y ef Programa de I3 Asignatura.
6- La Carpeta es un Trabajo personal que contiene los conodimientos para que puedan ser
aplicados en la vida profesional, por lo tanto es de confeccion y uso personal..

Laboratorio:

1- A efectos de un desarrofio eficiente def Trabajo de Laboratorio, Resolucitn de Problemas y
Simuiaciones, jos Alumnos trabajaran en Grupos reducidos. El Ayudante de Cétedra
coordinaré los horarios de Trabajos Grupales a:mando los Cronogzamas mspectrvos dos
semanas después de iniciadas las Clases.

2Z- Al finalizar la segunda semana se publicaran los Grupos y sus Integrantes; el nomero que
les corresponde, el practico a realizar y los horarios respectivos.

3- El Ayudante de Catedra, con la supervisidn dei Docente, lievaré 1a asistencia del grupo af
Laboratorio, asesorara y evaluard el desarroffo de fa Actividad, aprobando aqueffos que
cumplan con las obfetivos. De na obtener ia aprobacién debers repetir la actividad.
S-PaialaAmbaavndeLabmatonoesmenesiarlaAsstenaaRegiamentadayJa
Aprobacion del 100 % de jas Actividades Practicas. £} Alumno d:spono'ré fas Gwas de T.P.
desde el comienzo de la Actividad Académica.

6- £l Ayudante de Catedra, informard sobre los Alumnos que ambaron !es Acttwdades de
Laboratorio, para gue ef docente proceda a reguiarizar fa Asignatura.

Guias de Resolucién de Problemas:

1- En el transcurso de las clases Tedricas-Practicas se resuefven Ios Prublemas y casos
significativos como soporte de jas Guias.

2- A efectos de lograr un desarroiic total de ias Actividades, ]mtuconeic:mnogramao'e
Laboratorios, se publicardn las fechas respectivas donde el Ayudante de Cétedra ayudara a
fos Grupos en ja resofucion. o5
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SeFim e fos Fug:a ar e & Exposicion
z ica-Electronica. 7 S
1 mnf'm’es Aplicacitn sabre {65 Tedrica
. Semiconductores.
Nivel de Fermi.
EXPOSICItn
Aspectos Constructives. Tedrica+7TP
Diodos de Niveles, Estados, I/V, 187 Resoclucion
2 Juntura: 7ipos, Funciones, Dates, | + problemas
* Polarizacian, Pardmetros | 10 P Simulaciones
Aplicaciones, Circuitos. Guia de T.P.
Aspectos Constructivos., Exposicitn
Niveles, Estados, IV, ) 107 Teérica+TP 20 instancias dé
Transistores 7ipos, m’;& Datos, | + Resolucion Evaluacion
3 ipola BIT): Polarizacion, metros } 10 P problemas individual
8 aee{RIT): Aplicaciones, Circuitos, i i tedrico-préctico
; ' T RIT Gua de 7.0, {2 8}
Aspectos Constructivos. Exposicion
Transistores Niveles, Estados, I/V, | 10T Tedrica+TP
4 Tipos, Funciones, Datos, | + Resolucion
Em:sga npo. Polarizacion, PaIametros | 18P probiemas
(FET): Agiicacianes, Clrouitas. Simutaciones
kol JFET y MOSFET. Gufa de T.P.
‘CMOS
2% Aspectos Construchives. Exposicion 2% instancia de
5 Dispositivos Hiveles, Estades, IV, ) IDTFT{ . Tebrica+TP evaluvacibn
Multijunturas: Tipos, Funciones, Datos, | + Resolucién Individual
Polarizacion, Parametros | 10 P problemas dedrico-practico.
Aplicaciones, Circuitos. Simulaciones {2 fis}
SCR, DIAC, TRIAC, WIT Guia de 7.7 ;
Ferminologia.
2 A5y Parametros. 27T .1 . Expesicibn-’
6 Juntura Metal Contacto de Barrera. + . Tedrico+TP
Semiconductor: | Contacto Ohmico. | 2P
Aspectos Constructivos.
Niveles, Estados, IV, .
7 Optoelectrénica: | Tipos, Funciones, Datos, | 27 Exposicién
] g Polarizacion, Pardmetros { + 7edrico+TP
Aplicaciones, Circuitos. 2P
Aspecios Consbruchives.,
' Niveles, Estados, IV, Instancia de
8 Dispositivos Tipos, funciones, Datos, | 2T f Evaluacidn
Foténicos: Polarizacion, Pardmetros | + Tedbrico+TP Oral-Grupal . |
Aplicaciones, Circuitos. § 2P tedrico-practica -
{4 hs}
9 | Semiconductores Definiciones. “Exposicién’ Instancia de
Ternarios y Clasificaciones. 27 Tedrico+ TP Evaluacidn
Ci jos: Aplicaciones. + Recuperatoria
UBLernarios: | peterminacidndel€y. | 20 . (2 ts)
A Circuitos Ai;;ehcc?smm 27 i i Regv?lan)zaavn
2 ciones Basicas. + edrico+ x
Integrados: 2p
2
/
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' Recmsos neoesanos parael desanv]!o ‘de la as:gnat;;'a smle;anda tvdos los aspedvs'
Docentes, Institucionales y Estudiantiles, de manera de conocer y planificar, mnprewslm,
las necesidades para aicanzar los Resultados de Aprendizaje previstos:

e Espacios Fisicos: Aulas, Laboratorios, Equipamiento Informético.

* RecursasTecno!égicasdeApoya:Pmyedm,Soﬁwareﬁkﬂﬁsim.

a) Obligatoria o Bisica: (Tedrico)(Disponible en behoteca FRVM):

g TN Efectrbnica: Teorfa de fos Circuitos
Robert Boylestad, Louis Nasheisky
Editorial Pearson - 8° Edicion - México 2003

. Electrénica Integrada |
\ ) - Mitiman Halkias
Edftvnal Hispano Europa

Fundamentos de Microefectrénica, Nanwtecudnm y Fotdnica
José Abeiia Martin, José Manuel Martinez-Duart, Fernando Aguiio-Rueda
' Editorial Parson Educacién S.A - Prentice Hall. - Espafia 2005

* Circuitos Electrénicos Discretos e anngmdos
Schifing, Belove ,
Editorial
AN Electrénica de Estado Sélido

Angel Tremosa
Editorial Marymar 20 Edicién - Bs.As 1980

. " Guia Tedrica de Dispositivos Elscirénicos =
Apunies de ia Cdtedra.

b) Complementaria: (Practico)

. Mansial de Praebas y Medicioaes Electrénicas

Jotm Lenk - Editorial Marcomba
. Manual de kée_mplam ECG Semiconductores ‘
Philips




Chses Tedricas: ot ’ i W2
Desarroffo de conceptos bas:cos relevantes, tendzendo a que el estudzante
reconozca los pnnap:os &mdamentaies de cada tema, centrando fa atencién en
el fenémeno demostrar,  las hipétesis de - célculo,  extension .y
comprension de su tesps

e  Exposicion detallada del matenal que pzesente dificultades de canceptualzzaaan;
bien que estudiante manifieste no estar en condiciones de analizar o resolver por
si mismo. 2 PR AT e R T o e et

Ctam Prdcticas:
Guiar al Estudiante en la resolucién de problemas con diversos grados de

dificuitad, en el propdsito de reafirmar los conceptos tedricos, desarroliando
ademas, lahabd:dadenlawmaondelastémmsabmsokmonmm

» Proponer probiemas de apiicacion a ia Especialidad, hasta un nivel de dificuitad
a la altura de los conocimientos del estudiante, para esto se ha elaborado una
gufa de Trabajos Prdcticos a desarmllar durante ei aﬂo.-

s Realizacién de experiencias de Laboratono, an Ias cuales ef Alumno pueda
determinar de modo practico conceptos propios de la Asignatura. Estas
expenenc:as se limitan a! Equamrento e Instrumental disponible.

. S:mulaaéndearwdvspmpmtosdeacue:daaldesanvllodetemasespeaﬁcos
ggtxzando la gran diversidad de henamientas de software exrstentes y de licencia
e

e  Encuentros permanentes con el Jefe de Trabajos Practicos para coordinar y
sincronizar jos conceptos Teoricos con_ ias Gwas de Trabajos Practicos en
Laboratorio y Ejercicios afines. : :

e Asisiencia a J{as Reuniones dispuestas y programadas por & COHSG]O
Departamental de Electronica.

Reservar a la iniciacion de cada Clase, un tiempo para la ponderacion de los
temas expuestos en fa anterior, incitandofos af eswdtante a preguntar y
relacionar con conceplos ya consoiidados.

e Disponer hararios de consufta de la catedra, a fos ﬁnes de despejar dudas y
establecer didlogos sobre Jos temas desamollados.

e Al finajizar la dlase, se comunican ios proximos temas a desarroiiar
tendiendo a que el estudiante pueda flegar a la venidera clase con una base para
facilitar la asimilacion de fos conceptos.

e« las Actividades de aprendizaje auténomo: Los Alumnos deberdn tener instalado ef
Utilitario MULTISIM para la realizacion de los Trabajos Practicos.
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No Corresponde.

Eje: Investigacion
s Cronograma de actividades
Eje: Extension
Proyecto Cronograma de actividades




